
サファイア基板上 AlGaN材料 UVBレーザダイオードの構造検討 

Structural study of AlGaN based ultraviolet-B laser diode on sapphire substrate 
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紫外線レーザダイオード（UV-LD）は小型で軽量、かつ環境負荷の小さい次世代の紫外線レー

ザ光源として注目されている。前回の学術講演会では、下地層として格子緩和した n-AlGaN を用

いること、および p-AlGaNクラッド層として III族組成傾斜構造を用いることにより、波長 298 nm、

閾値電流密度 41 kA/cm2のサファイア基板上電流注入型 UVB-LD をパルス駆動において実現した

結果を報告した[1,2]。実用化に向けては可視光レーザダイオードと同等水準の 10 kA/cm2以下まで

閾値電流密度を低減させることが課題である。本講演では閾値電流密度低減を目的として薄膜構

造と素子構造を改良した結果を報告する[3]。試作した UVB レーザダイオードの薄膜構造を図１

に示す。UVB レーザダイオードはリッジ構造を持たない利得導波型構造で作製し、共振器端面は

エッチング法を用いて形成した。本素子はパルス幅 50 ナノ秒、デューティ比 0.0001 のパルス駆

動下において閾値電流密度 25 kA/cm2を示した。図 2に電流密度 27 kA/cm2での発光スペクトル示

すが、波長 298 nmでレーザ発振スペクトルが得られた。 
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図図 2．電流密度 27 kA/cm2での発光スペクトル 図図 1．UVBレーザダイオードの構造 

第81回応用物理学会秋季学術講演会 講演予稿集 (2020 オンライン開催)9a-Z02-5 

© 2020年 応用物理学会 13-034 15.4


